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P. NAGLOWSKI, H. MAJEWSKA: ,Metoda projektowania filtréw z skustyczng falg powierzchniowa { je)
zastosowanie"

Przedstawiono dwuetapowg metodg projektowania pasmowoprzepustowych filtrdw z akustyczng falg po-
wierzchniowg (AFP). W filtrach tych charakterystyka czqstotliwodciowe odpowiada zadanej specyfi-
kacji. W pierwszym etspie proponowanego algorytmu filtr projektowany jest przy u?yciu uproszczo-
nego modelu matematycznego tego przyrzgqdu. W drugim etapie stosuje sig metodg optymalizac)i

z ograniczenismi w celu dokonanias kompensacji efektéw drugiego rzedu.

Zaprezentowano teoretyczne i eksperymentalne wyniki dls telewizyjnego filtru p.cz

M. JAKUBOWSKA: ,Werstwy miedziowe wypalane w atmosferze szotu. Badania aplikacy jne"

W artykule przedstawiono rezultaty badart aplikacyjnych opracowanych warstw mjedziowych z pasty
P-801. Przedstawiono rdwnie2 przyklady zestosowania tych warstw w ukladach hybrydowych

K. KALINOWSKI, D. DABROWSKA, A. KARAS: ,Analize dladowa zwigzkdw metaloorganicznych wysokie)
czystodci dla epitaksji"

Przedstawiono przeglgd metod analizy stosowanych do badania skladu zwigzkéw metaloorganiczinych
u2ywanych w technologii MOCVD. Opisano wyniki badar nad oznaczaniem $ladowych zanieczyszczer
nieorganicznych w zwigzkach metaloorganicznych z utyciem spektrometrii mas ze wzbudzeniem iskro-
wym. Zaprezentowano metody oznaczenia zanieczyszczert po hydrolizie { po pirolizie zwigzkdw meta-
loorganicznych dla epitaksji.

S. CENDROWSKI, E. NAJOEKER: ,Zastosowanie metody trawienia obrysowego przy wytwarzaniu precyzy)
nych detali"

W pracy przedstawiono metodg obrysowego trawienia umo2liwiajgca zachowanie rdwnomiernodci procesu
trawienia na cate) powierzchni obrabianego materialu, bez wzgledu na ksztatt detalu trawlonego,
wielkod¢ oraz odlegtodé wzgledem siebie poszczegdlnych elementdw i otwordw. Zastosowanie metogdy
obrysowe) pozwala na znaczne zswgienie pola tolerancji wymiarowych.

E. PIETRASZEWSKI, J. DOBOSZ: .Filtry pletwowe w pasmach X i Q"

W artykule przedstawiono wyniki pomiardw mikrofalowych filtrdéw w pasmach X 1 Q.
Pomierzone straty w pasmach przepustowych filtrdw byly mniejsze niz 1.1 dB dla filtru w pasmie X,
oraz mniejsze od 2 dB dla filtru w padmie Q.
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P. NAGLOWSKI, H. MAJEWSKA: ,A method for surface acoustic wave filter design and its application”

A two-stage method of designing 8 surface acoustic wave (SAW) bandpass filter such that the
frequency response meets 8 given specification is described.

In the first stage od the proposed algorithm the filter is designed using a simplified mathemati-
cal model of the device. In the second stage a constrained optimization technique is epplied to
compensate for second-order effects. Theoretical end experimental results are presented for

a TV-IF filter.

M. JAKUBOWSKA: ,Copper thick-films fired in nitrogen atmosphere. Application tests"

The results of application tests of copper thick-films made of P-801 peste are presented. The
examples of hybrid circuits made of this paste are also shown.

K. KALINOWSKI, D. DABROWSKA, A. KARAS: ,Trace snalysis of high purity organo-metallic compounds
for epitaksy"

The review of analyticsl methods usable for the examination of the organo-metallic compounds
composition for MOCVD is given. The methods for determination of trace inorganic impurities in
organo-metallic compounds which use Spark Source Mass Spectrometry with ion sensitive Q- plate
detection are discussed. Analytical methods efter hydrolysis and pyrolisis of organometallic
compounds are presented.

S. CENDROWSKI, E. NAJDEKER: ,Contour etching ss a method of precision metal parts menufacturing
by chemical milling"

The method of contour etching has been discussed. The method sssures uniform etching rate on the
whole metal sheet surface regardless of the etched part shape, size and distances between any
details or holes. Closer dimensional tolerances have been obtained by the spplication of this
method to parts production.

E. PIETRASZEWSKI, J. DOBOSZ: ,The E-plane filters in X and Q bands"
In this article the experimental resultes of microwave bandpess filters in X and Q bands are
presented.

The insertion loss in the passband of X band filter is better then 1.1 dB and of the Q band filter
better than 2 dB.




MATERIALY ELEKTRONICZNE Nr 4 (76) - 1991

1. HATJIOBCKH, X. MAEBCKA: ,Meron pacuyéra KOHCTPYKUMM PHABTPOB HA NOBEPXHOCTHHX
BKYCTHYECKHX BOJHAX M ero mnpHueHexHxe"

lpeacraeneHo xasyxoranHuit merox pacuéra XKOHCTPYKNRH NOAOCOBHX PUALTPOBR HA nMOBepX—
HOCTHHX aKycTHYeckux soanax ([IAB). B 0THX PHABTPAX AMNAMTYAHO-YACTOTHAA XapakTe-
PHCTHKA OTBevaeT crneuHPHXauuu.

B nepeoM 0Tane nNpelAOXEHHOTrO AATOPHTMA QPUALTP NPOEKTHPYETCA KCMNOAB3YyA yNpameHHy®
MareMaTHYecKkyo mozenb ycrpolcrma,

Bo BTOpPOM B3Tane NPHMEHAETCA TEXHMKY YCAOBHON ONTHMH3AUHAR AAA KOMNeHcaukWK odpdexros
BTOPOro nopazka,

llpeACTgBAGHO TEOPETHYECKHE H OKCNEPHMEHTaNbHMWE Pe3yAbTATH ANA TEeAeBH3IHOHHOIrO
¢uabrpa M,

M. AKYBOBCHKA: ,MeaHue nadHku oOxuraesmne B armocpepe asora. AnaukalHOHHHE HCCae-
AoBaHuAa"

B crathbe npeACTaBAEHO Pe3yAbTATH ANARKAUHOHHHX HCCAeAOBAHMH MenHHX NAEHK CaeJaHHX
3 nactd [-801. [loxaszaHo TOXe NMPHNMEPH TOACTONAEHOYUHHX FHOPHAHHX CXEM HITOTOBJAEHHX
u3 otolt nacrd.

K. KAJIMHOBCKH, N. NOMEPOBCKA, A, KAPACb: ,Caemosul aHaans MeTannoopraHHyeckux
coelHeHHH BHCOKOM YHCTOTH BAA INHTEKCHH"

B pafoTe npejcTaBleHH AHAAHTHYECKHE METOAN HCCAEROBAHHA COCTaBa MeTalloopraHuiec-
KuXx coeanHeHuH ana MOCVD. [pescraBneHo paspemeHHe MeTOR ONpeAeseHHA CAENOBHX IpH-
Mecell B MeTanAn00praHHYeCKMX COEJHHEHHAX C HCMOAb3IOBAHHEM MACCOBOH CneKTpoOMeTpHH

Cc HCKpOBWM Bo3fyxjgennem ¢ ¢oronnacTuHoM.[lokasano METOIH ONpeneNeHHA MHKpPONpHMeceH
nochnre rHAPONH3A M NMHPONH3IA METAAAOOPraHMYECKHX COoeAHHeHHH ana snurakcuu.

C. LUEHIPOBCKH, E. HAHLEKEP: ,KoMTypHOe TpaBienue npH NpOMIBOACTBE TOYHHX Rerajeh™

B craThe nmpeAcTaBNeH MeTOX KOHTYPHOrO TpaBlieHHA, xaomuft BOIMOXHOCTL paBHOMEPHOro
npouecca TpaBAeHHA Ha UeJOH NMOBEPXHOCTH TPAaBAEHHOrO MaTepHAJNa, HECMOTPA HA BHA
TpaBneHHO! merasn, e¥ BeNHUHHY, @ Takke pPacCTOAHHE OTAeNbHHWX DJeMEHTOB H oTBepcThM,
[I[pHMEHEHHEe KOHTYPHOrO MEeTOA@ TPaBAEHHA pajpemaeT JHAUMTENBLHO YMEHBENHTH Noje pa3-—
MepHOTO JomyckKa .,

3. METPAWEBCKH, E. HOBOM: ,BoaHoBogHue ¢uabTpu ¢ MeTanuuyecko# naersodt B X u Q
Auanoaoxax"

B palore npeacTaBaeHO peaynbTarH RccaexoBaHHH BOAHOBOAHHX ¢uabTpor B X W Q auano-
30HAX.

llomepr B nonocax nponyckaHua 1.1 dB ana ¢uastpa B X Auanoaouwe u 2 dB ana ¢uasrpa
B 0 xnanosoHue.




Prace doktorskie pracownikéw ITME

dr Jacek JAGIELSKI
adiunkt w Pracowni Naparowywania, Dyfuzji i Implsntacji Jondw ITME

INSTYTUT PROBLEMOW JADROWYCH, SWIERK, ZAKLAD REAKCJI JADROWYCH
Promotor: doc. dr hab. Andrzej Turos, IPJ Swierk
Recenzenci: prof. dr in2. Witold Rosiriski, ITME Warszawa

doc. dr hab. Jerzy Piekoszewski, IPJ Swierk

Data nadania stopnia doktora nauk fizycznych: 26.03.1991

Temat pracy: Badanie metodq kanalowanla jonéw redystrybucjl atoméw
implantowanych w krysztalach 2elaza (praca z wyré2nieniem)

Praca poswigcona jest zagadnieniom lokalizacji atomdéw metali nierozpuszczalnych do-
mieszek w strukturze krystalicznej i procesom ich transportu. Stwierdzono uprzednio,
te silnie metastabilne uictady powstajgce w wyniku implantacyjnego domieszkowania meta-
11, nie mogg by¢ opisywane za pomocg modeli struktur réwnowagowych. Interesujgcym od-
kryciem bylo zjawisko zajmowania pozycji podstawieniowych w sieci krystalicznej metali
przez implantowane atomy nierozpuszczalnych domieszek. Odkrycie to zapoczgtkowalo cykl
badari nad lokalizacjq atoméw domieszek, ktérego czgscig jest niniejsza praca.

W pracy zamieszczono dyskusjg dotyczgcy generacji defektdw wywolywanych wigzka jo-
néw. Przedstawiono koncepcje maltego, nieregularnego klastra (z ang. cluster) wakanso-
wego jako podstawowego defektu radiacyjnego w sieci zelaza. Opisano réwniez, wyniki
pomiardw rozktadéw katowych wydajno$ci, rozpraszania kanalowej wiazki czastek of
ktére wraz z pomiarami zaleznosci frakcji podstawieniowej atoméw otowiu w funkcji cza-
su wygrzewania, pozwolily na zidentyfikowanie komplekséw wakansowo-olowiowych. Komplek-
sy te mozna okred$li¢, jako PbV, vaZ’ PbVB i Pan, gdzie n > 4. Pomiary migracji atomdw
olowiu, a w szczegdlnodci pomiary uwalniania olowiu z sieci 2elaza, pozwolily na okre$-
lenie mechanizmu transportu, jako procesu segregacji radiacyjnej. W procesie tym atomy
otowiu, jako kompleksy z wakansami, migruja w kierunku okre$lanym przez kierunek stru-
mienia wakanséw. Przy zalozeniu zerowe)j energii tworzenia wakanséw (przypadek defekto-
wania prébki w trakcie wygrzewania) energie aktywacji migracji okredlono na 1.1 +0.25 eV.
Pomiary dle prébki niedefektowanej wykazaly wartodé Em = 1.4 +0.5 eV. R62nica migdzy
tymi wartosciami odpowiada dredniej energii wigzania wakanséw w klastrach defektowych.
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dr Marek BONIECKI
adiunkt w Zakladzie Unikalnych Metod Pomiarowych ITME

POLITECHNIKA WARSZAWSKA, INSTYTUT INZYNIERIT MATERIALOWEJ

Promotor: prof. dr hab. inz. Krzysztof Haberko

Recenzenci: prof. dr hab. Aleksandra Sokolowska PW IIM
prof. dr hab. in2. Zbigniew Swiecki - emerytowany profesor Politechniki
Wroctawskie)

Data nadania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie inzynierii materialowej:
21.06.1991

Temat pracy: Wplyw mikrostruktury ceramiki Al O, - ZrO, na rozwd| pekniqé
podkrytycznych

Mechanizm wzrostu odpornogci na pegkanie decyduje o charakterze zaleznodci parametrdw
propagac)ji peknigé podkrytycznych od mikrostruktury ceramiki. Badano dwa rodzaje two-
rzyw: a) korundowe o skladzie: 99.5% A1203 1 b) korundowo-cyrkonowe zawierajace 15% Zr0
w materiale korundowym. Pomigdzy predkudcig rozwoju peknieé V a wspdiczynnikiem inten-
sywnosdci naprezer KI istnieje zale2nodé: V = A-K?. Wartodci parametréw rozwoju peknied
podkrytycznych n { A okreslono metodg podwdjnego skrecania plytek i zginanis trdéjpunkto-
wego belek. Oba typy ksztattek postu2yly po testowaniu do badart mikroskopowych powierz-
chni przetoméw 1 profili peknig¢. Na zgtadach prdbek nienaprezanych okredlono mikrosko-
powo rozklad wielkosci ziaren a tak2e gestodci mikrospekari. Stwierdzono, 2e w obydwu
tworzywach wystgpujg rézne mechanizmy wzrostu odpornosci na pekanie oraz, 2e w inny
sposdb zmieniajg sig parametry n 1 A w funkcji wielkodci ziaren. W pracy przedstawiono
réwniez krzywe prognozowania trwalodci dla elementéw wykonanych z badanych tworzyw pra-
cujacych w warunkach cyklicznych narazeri na nagte zmiany temperatury.

2

Obszerne fragmenty rozprawy doktorskiej dotyczace mechanizméw odpornodci na pekanie
tworzyw ceramicznych na osnowie AIZO) opublikowano w ,Pracach" ITME z. 35, 1991 r.
Wyniki pomiaréw parametréw rozwoju peknigé podkrytycznych beda przedstawione w kwartal-
niku ,Materialty Elektroniczne" w 1992 r.
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Wykaz wazniejszych publikacji pracownikéw ITME
w 1990 roku

PUBLIKACJE KSIAZKOWE
Hozer L.: Pdlprzewodnikowe materiaiy ceramiczine z sktywnymi granicami zisrn.
Warszawa: PWN 1990

Nossarzewska-Oriowska E.: Epitaksja z fazy gazowe). [w:] Wzrost krysztaidw.
Czestochowa: WSP 1990

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH O ZASIEGU MIEDZYNARODOWYM

Bara Jﬁp.’. Bogacz B.F.’, Polaczek A.', Pekala M.', Grodziriski A.: The temperature
induced transition in the 0 type vanadium oxide bronzes. Physica Status Solidi (A) 1990
vol. 118

Hozer L., Wadas R., Szymariski A.: High-temperature polycrystalline oxide. Proceesses
Mineralogy IX, 1990

Jabloriski R., Palczewska M.: Photo-ESR spectra of Si:P crystals grown by FZ and CZ
techniques. Acta Phys. Pol. 1990 vol. A74 nr 2-3

Jagielski J., Gawlik G., Podgdérski A., Turos A.., Madi M..z Direction of nitrogen
migration in iron. Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. 1990 Ba7

Kaminiski P.: Charaterization of deep-level defects in semi-insulating GaAs and InP by
photoinduced transient spectroscopy (PITS). Materials Research Society Symposia
Proceedings, Proc. 1989 MRS Fall Meeting, Boston, Mass., 1990 vol. 163

Kamiriski P., Thomas K..x Characterization of deep traps in semi-insulating GaAs and
InP by photoinduced transient spectroscopy (PITS). Acta Phys. Pol. 1990 vol. A77

Kamiriski P., Niziriski Z., Materna A.: Deep levels in indium - doped GaAs. Acta Phys.
Pol. 1990 vol. A77

Palczewska M., Jabloriski R.: A comparison of the photo - ESR of undoped and Cr-doped
semi-insulating GaAs crystals. Acta Phys. Pol. 1990 vol. A77

Pokora L.: Excimer and nitrogen lasers with low average power for technology
application. Proc. SPIE 1990 1397 156

Przybysz C.., Pietraszewski E.: Exact computation of two part noise parameters.
Electronics Letters 1990 vol. 26 nr 22

Wéjcik M., Sass J., Gaca J.: FThe broadening of the satellite reflections in the non
ideal Si model. Journal of Phys. Condensed Matter 1990 2

PUBLIKACJE W MATERIALACH KONFERENCYJINYCH

Gaca J., Wéjcik M., Sass J.: Double modulation wave in InGaAs/AsP crystals. IX Szkola
Fizyki 1 Zastosowari Monokrysztaléw i Materialéw Cieklokrystalicznych, Jurata,
22-27/10.1990 (Abstracts...)
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Gaca J., Wojcik M., Sass J.: Investigation of the modulated structure in InGaAs/GaAsP.
XIVth Conference on Applied Crystallography, Cieszyn, 05-08/08.1990 (Proceedings...)

Gaca J., Wojcik M., Sass J.: The shape of the composition wave in case of the inter-
growth modulation in InGaAs/GaAsP. IX Szkola Fizyki i Zastosowarh Monokrysztaldéw
i Materialdw Cieklokrystalicznych, Jurata, 22-27/10.1990 (Abstracts...)

Giersz W., Swirkowicz M., Pracka I., Kaczmarek B,: Monocristally niobata.1itija s orien-
tirovkoj Y128*, PIEZ0 90 VIIth Conference on Piezoelectronics, Serock, 25-27/04.1990
(Abstracts...)

Hofman W.: Temperature field of autoclave filled with hydrothermal solution IX Szkola
Fizyki { Zastosowari Monokryszta!bw i Materisldw Cieklokrystalicznych, Jurata,
22-27/10.1990 (Abstracts...)

Hofman W.: The natural decrease of growth rate of quartz single crystal in the hydro-
thermal process and its affect on Qlt factor. PIEZ0 90 VIIth Conference on Piezo-
electronics, Serock, 25-27/04.1990 (Abstracts...)

Jakubowska M., Szymariski 0.., Zwierkowska M., Achmatowicz S.: Application tests of
copper pastes fired in nitroogen. XIVth Conference of the ISHM Poland Chapter, Warsaw,
24-26/09.1990 (Abstracts...)

Jakubowska M., Fremder R.., Godcimski J.’, Ostrowska H..: S-band microstrips isolater
based on copper paste P-B801. XIVth Conference of the ISHM Poland Chapter, Warsaw,
24-26/09.1990 (Abstracts...)

Kalinowski K.: Determination of inorganic tracess in metaloorganic compounds for MOCVD
by spark source mass. EURDANALYSIS VIIth European Conference on Analytical Chemistry,
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INFORMACJA DLA AUTOROW

Redakcja Materiatow Elektronicznych uprzejmie prosi Autoréw o przestrzeganie podanych nizej
wskazowek:
1.0bjetosci srtykutdow nie powinny przekracza¢ 15 stron maszynopisu tgcznie z rysunkami

2.

10.

11

12.

14.

i tabelami.

Artykuty powinny by¢ napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jednostronnie z inter-
linia, z marginesem 3,5 cm z lewej strony. Na arkuszu nie powinno by¢ wiecej niz 31 wierszy po
65 znakow. Wszystkie strony powinny by¢ numerowane.

. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktérych powinny by¢ umieszczone rysunki

i tabele.

. Wszystkie tabele i zestawienia (unikac¢ zbyt duzych) nalezy wykonywac osobno, nie w maszyno-

pisie catego artykutu, w 3 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerowac kolejno.
U goéry kazdej tabeli poda¢ tytut objasniajacy.

. Artykuly nalezy nadsyta¢ w 3 egzemplarzach; powinny by¢ dotaczone krotkie streszczenia

w jezyku polskim, rosyjskim i angielskim, réwniez w 3 egzemplarzach, takze przettumaczony
tytut artykutu.

. Wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi w nawiasach okragtych.
. Rysunki powinny by¢ nadsytane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz zatgczone

oddzielnie w usztywnionej kopercie. Spisy rysunkow zawierajgce teksty napiséow pod rysunkami
nalezy sporzgdza¢ oddzielnie (niezaleznie od tekstu artykutéw) w 3 egzemplarzach. Rysunki
nalezy wykonywaé na przezroczystej kalce, tuszem.

. Fotografie powinny by¢ wykonane na biatym btyszczacym papierze fotograficznym. Numery

fotografii i powiekszenie nalezy podawac na odwrocie — otéwkiem. Numeracja nalezy objac
rysunki i fotografie tacznie. W przypadku gdy istotne jest rozmieszczenie fotografii, zamiesz-
czenie dodatkowych wskaznikéw lub skali — prosimy o sporzadzenie makiety (niezaleznie od
fotografii do reprodukcji).

. Po zakonczeniu nalezy podac¢ bibliografie. Przy pozycjach ksigzkowych nalezy wymieni¢

nazwisko(a) autora(6w), inicjaty imion, petny tytul dzieta w oryginale, miejsce wydania,
wydawce, rok, stronice. Natomiast przy cytowaniu artykutéw nalezy podac kolejno nazwisko(a)
autora(éw), inicjaty imion, tytut artykutu w oryginale, tytut czasopisma, tom, rok, numer,
stronice. Pozycje bibliografii powinny by¢ ponumerowane, za$ w tekscie powotania na numer
pozycji nalezy umieszcza¢ w nawiasach kwadratowych, np. [1].

Stownictwo techniczne, jednostki miar, skroty najwazniejszych oznaczen wielkosci we wzorach
muszg by¢ zgodne z terminologig przyjeta przez Polskie Normy i Miedzynarodowy Uktad Miar
(SI).

Maszynopis powinien by¢ bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora.
Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczen nalezy podawac¢ otéwkiem w lewym
marginesie.

Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbednych
skrotow, korekty stylistycznej itp.

. Fakt nadestania pracy do wydrukowania w , Materiatach Elektronicznych’ uwazany jest za

robwnoznaczny z o$wiadczeniem Autora, ze praca nie byta drukowana ani wystana do druku
w zadnym innym czasopi$smie krajowym lub zagranicznym.

Maszynopis artykutu nalezy zaopatrzy¢ petnym imieniem i nazwiskiem Autora oraz nazwa
i adresem instytucji. W oddzielnej notatce prosimy o podawanie tytutu naukowego lub
zawodowego oraz adresu domowego Autora (celem przestania honorarium). W przypadku
artykutu opracowanego przez zesp6t Autorow prosimy o podanie procentowego udzialu
autorskiego. Bez tych danych honorarium bedzie dzielone na réwne czesci.
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